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エレクトロスピニング法で作製された配向ナノファイバーは液晶との相互作用により液晶を配

向させることが可能である 1)。一方、液晶はテラヘルツ波領域においても複屈折製を有しており、

電界により液晶の配向を変化させることによりテラヘルツ波の透過位相を制御することが可能で

あるが、可視光と比べて波長が非常に長いため、テラヘルツ波移相器を実現するためには液晶層

の厚さを数 100 m以上と非常に厚くする必要がある。このとき、電圧を除去したときの応答時間

が非常に長くなるため、応用にはその改善が必須である。そこで本研究では、配向ナノファイバ

ーとネマティック液晶の複合素子を構築し、素子に電圧を印加したときのテラヘルツ波透過特性

について報告する。本研究では、基板の厚さが 125 mの ITO がコートされた PET 基板を用いて、

厚さ 188 mの配向ナノファイバー／ネマティック液晶複合素子を作製した。この複合素子に 400 

GHz のテラヘルツ波を照射し、複合素子に電圧を印加したときの位相変化及び電圧を除去したと

きの立下がり時間の印加電圧依存性を図 1 に示す。この図では、単体液晶の結果も比較のために

あわせて示している。図 1(a)の結果から複合素子の位相変化量は単体液晶と比べ約半分程度に減

少するが、図 1(b)に示したように立ち下がり時間は単体液晶の 171 s から複合素子の導入により

290 msと大幅に減少することが確認できる。詳細は当日報告する。 

Fig. 1  Applied voltage dependences of (a) phase shift and (b) decay time. 
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